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１．研究計画の概要 

今日の社会では情報通信の革新のために、
交通制御などを扱うような複雑な問題を処
理する情報技術や、個人情報が完全に保護す
る通信技術が必要とされており、このような
情報処理通信技術の実現には量子情報科学
の活用が不可欠である。量子情報技術では量
子ビットと呼ばれる情報の担い手になる物
理系が必要となる。本研究は、この物理系と
して異種原子を 5-10nm の間隔で隣接配置し
た構造をエピタキシャル成長技術で実現す
るものである。 

 

２．研究の進捗状況 

本研究では、多元素を重畳δドーピングす
る技術を研究し、δドーピング層中の(1) 全
ての異種元素を光学的・電気的に活性化する
技術、(2) 元素比率を制御する技術、(3) 元
素間距離を評価・制御する技術、(4) 元素間
の相互作用を確認するために、電気的輸送特
性の評価の実施を課題項目としている。 
(1) ドーパントの活性化研究では、レーザ

アニールに加えて低温アニール処理を合わ
せたハイブリッド手法が適切な事を見出し
た。レーザアニールは YVO4固体レーザ(532nm、
18W)を用いて、100m/min の線速度で回転する
ターンテーブル上に基板を載せ、窒素雰囲気
中で集光面積１０μm２に照射して行い、照射
レーザ出力は５～９Ｗの範囲で可変した。こ
のレーザアニールではドーパントが活性化
できると共に、アニール処理によって新たに
欠陥が生成され、その後の炉アニールにより
欠陥構造の大半が除去できる。 

(2)及び(3)ドーピング濃度の制御は結晶
成長中の基板温度とドーパントのフラック

ス量とフラックス制御時間により制御し、Ｓ
ＩＭＳ分析によりドーパント濃度と濃度分
布を調べた。この結果、元素比率の制御が可
能なこと、ドーパント間距離を平均で 10nm
辺りまでを達成することができている。 
(4) 平成 22 年度に行う予定でいる。 
 

３．現在までの達成度 

②おおむね順調に進展している。 

（理由) 多元素を重畳δドーピングする課
題を、結晶成長手法とレーザアニール手法の
組み合わせにより行い、ドーパント間距離を
平均で 10nm 辺りに制御された上で、ドーパ
ントが活性化されたため、当初から計画して
いた課題が予定通りに達成できたと判断。 
 

４．今後の研究の推進方策 

 今年度は作製試料の評価が主体の研究を
計画しており、論文投稿等を重視して行く。 
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